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Сегиетомагиптные материалы 
на основе композиций системы ВаО—5гО—ТЮ2

На современном этапе развития материаловедения особое 
значение приобретают ф ун к ци он альн ы е  сегнетом агнитны е 
слож ные композитные структуры (так называемые « мультифер- 
роики » ),  включающие сегнетоэлектрические и ферромагнитные 
компоненты. Такие материалы предполагается использовать 
в формирующих лин и ях  импульсных генераторов в качестве сег- 
нетомагнитной композитной рабочей среды.

Холодным прессованием были получены сегнетомагнитные 
композиты состава Ва0 ,7 б8 г0 ,2 5 ^ 1 0 ,9 .г>2 го 0 5 О 3 с полимерным на­
полнителем. В качестве полимерного связующего-наполнителя 
использовался эм ульсионны й п оли винилхлорид . Ф ерр ом аг­
нитные слои композита образованы смесями ферритов (никель- 
цинковый феррит марки 60Н Н ) и карбонильного железа с эм уль­
сионным поливинилхлоридом. Давление прессования композита 
составляло 4 МПа. Термообработка проводилась в печи муфель­
ного типа при температуре 800 °С с выдержкой при максималь­
ной температуре 1 ч. Д ля  изготовления образцов композита 
в виде таблеток и колец была разработана и изготовлена специ­
альная технологическая оснастка. Получены образцы слоистого 
сегнетомагнитного композита с чередующимися сегнетоэлек- 
трическими и ферромагнитными слоями (3- и 5-слойные) в виде 
таблеток и плоских колец толщиной до 2 мм, диаметром 9,5 мм 
и площадью нанесенных на их поверхность серебряных электро­
дов до 50 мм2. Изменяя соотношение толщ ин сегнетоэлектри- 
ческих и ферромагнитных слоев композита, можно в широких 
диапазонах и независимо друг от друга влиять на нелинейность 
его диэлектрической и магнитной проницаемостей.

Исследование электрофизических характеристик данного 
композита проводилось методом Сойера— Тауера при темпера­
турах 25— 70 °С на экспериментальных стендах и в соответствии 
с методиками, идентичными для образцов сегнетокерамики, 
синтезированных по технологии высокотемпературного синте­
за. Ф ормы зарегистрированных зависимостей электрической



ИМДУкции от напряженности электрического поля свидетель- 
г Гну ют о возможности практического использования получен­
ных композитов в качестве рабочей среды высоковольтных не- 
ЛЙИОЙИых формирующих линий.


